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Применение оптических методов измерения параметров плазмы в геликонном разряде [footnoteRef:1]*) [1: *) DOI – тезисы на английском] 
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К настоящему моменту использование геликонного разряда для создания плазмы получило широкое распространение в различных областях техники и технологии, от производства микросхем до плазменных ракетных двигателей [1]. Применение и дальнейшее развитие систем, использующих геликонный разряда связано с возможностью надежного определения параметров плазмы и контроля за протекающими процессами. В Курчатовском институте создана установка для исследования процессов, протекающих в геликонном разряде. Была проведена серия модельных экспериментов по исследованию зависимости параметров плазмы от величины магнитного поля в области ВЧ антенны и профиля магнитного поля. 
Методом лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ) [2] было проведено измерение концентрации однократно заряженных ионов аргона Ar II на оси установки. В работе использовалась трёхуровневая спектроскопическая схема с накачкой на длине волны лазера L = 611,5 нм и регистрацией флуоресцентного излучения на FLU = 460,9 нм. Источником индуцирующего излучения служил перестраиваемый по длинам волн оптический параметрический генератор EXPLA NT342A-SH с накачкой третьей гармоникой Nd:YAG лазера. Так же в работе использовался набор из двух спектрографов Avaspec-mini выполненных по схеме Черни-Тернера с регистрирующим элементом в виде ПЗС линейки на 3648 пикселей. Регистрация излучения проводилась в различных сечениях установки. Проводилось обратное абелевское преобразование методом Пирса [3] для вычисления радиальных распределений электронной температуры. Электронная температура определялась методом относительных интенсивностей [4] по большому массиву зарегистрированных линий (более 70 линий Ar II).
Проведенные измерения показывают ожидаемый рост концентрации ионов аргона с ростом величины магнитного поля под антенной, с характерными значениям NArII = 4  2*1012 см-3. Характерная электронная температура на оси установки составила Te = 3  0,3 эВ. Было предложена три профиля магнитного поля источника плазмы: с плоским распределением поля в области ВЧ антенны, с ростом величины магнитного поля в области антенны и конфигурация с магнитной ловушкой в области ВЧ антенны. По результатам измерений оптимальной, с точки зрения плотности и профиля плазмы, была признана конфигурация с магнитной ловушкой. 
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